《霍尔元件通用技术条件》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源
本项目是工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2017] 70号），计划编号：2017-0581T-JB，项目名称“霍尔元件 通用技术条件”进行修订，标准起草牵头单位：沈阳仪表科学研究院有限公司，计划应完成时间2019年。
2、主要工作过程
起草（草案、调研）阶段：

沈阳仪表科学研究院有限公司接受本标准的修订任务后，于2018年1月组织成立了标准编制工作组，制定了标准修订计划，修订工作组对霍尔元件的定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等进行了总结和归纳。

在参照了国外相关标准和1999年发布的《霍尔元件通用技术条件》的基础上，根据各参编单位提出的意见，工作组经全方位的讨论、研究、修改及补充，确立了本《工作组讨论稿》的结构框架及基本内容。

2018年8月2日和8月9日在沈阳仪表科学研究院有限公司分别召开两次编制工作组会议。会上对标准工作组讨论稿进行了逐字逐句的讨论，工作组根据各位成员的意见，对标准进行修改，形成本征求意见稿及编制说明。
征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等 
本标准由沈阳仪表科学研究院有限公司、国家仪器仪表元器件质量监督检验中心、传感器国家工程研究中心、中国仪器仪表协会传感器分会、 海宁嘉晨汽车电子技术有限公司、杭州电子科技大学等单位共同起草。

工作组主要成员：徐丹辉、李洪儒、张阳、于振毅、王松亭、郑楠、钱正洪、白茹。
工作安排：徐丹辉任修订工作组组长，全面负责标准修订工作，李洪儒、钱正洪负责对各阶段标准的审核。李洪儒、张阳负责与参编单位沟通、协调工作组内的意见。王松亭、郑楠、白茹负责标准资料收集、确定标准相关技术参数等工作。于振毅负责对资料进行总结和归纳、对各方面意见及建议的归纳分析，并提出内部修改意见。

二、标准编制原则和主要内容

1、编制原则

本标准的修订原则是力求全面、实用、科学，并以生产厂家多年生产实践以及众多用户使用为基础，根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则》第1部分，标准的结构和编写规定，参照有关国家标准、企业标准进行编制，尽量与现行有关标准协调、统一。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性，并注意吸收国内、外相关的研究成果。

本标准的修订将积极采用国际标准IEC 60747-14-2:2000《半导体器件 第14-2 半导体传感器-霍尔元件》，力求与国外先进产品的性能指标相融合。

IEC 60747-14-2:2000只提供了霍尔元件的基本信息：术语（11个定义）、符号（10个）、基本额定值和特性 （4个额定值、2条降额曲线、7个静态特性和尺寸图）和测量方法（6个特性的）。

本标准的修订将根据IEC 60747-14-2:2000补充和修改部分术语定义，增加最大控制电压、控制电流降额曲线、控制电压降额曲线的要求，完全覆盖了IEC 60747-14-2:2000中的基本额定值和特性。同时，在试验方法上，也尽可能采用IEC 60747-14-2:2000的试验方法，使本标准在先进性、可操作性、系统性和科学性方面与国际标准接轨，满足未来霍尔元件发展的需求。

2、主要内容
在标准的修订过程中，对工作组每个成员及专家、用户对标准的意见认真讨论、研究，采纳有关意见，使标准更加完善。
原标准包括如下8个部分：范围、引用标准、术语和定义、基本参数和符号、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装运输和贮存。

本标准修订中，对“术语和定义”部分的12个部分进行了调整；对“基本参数和符号部分”内的3个部分进行了调整；对“要求”部分的2个部分进行了调整；对“试验方法部分的6个部分进行了调整”；对“检验规则”进行了修改。

术语和定义部分：

2000年国际电工委员会发布了IEC 60747-14-2：2000《半导体器件 第14-2 半导体传感器-

霍尔元件》，本标准与之相比，缺少以下几方面内容：在基本额定值方面，没有对最大允许控制电

压、额定控制电压、霍尔输出电压、偏置电压（或零位电压）、控制电流降额曲线、控制电压降额曲线等作要求。而这些参数在霍尔元件应用上还是很重要的。但IEC 60747-14-2没有检验规则及标识、包装、运输等的要求，不符合国内生产厂家检验及用户验收的需求。因此不能完全采用IEC 60747-14-2，而是通过修改，将增加以上参数要求，同时取消掉一些原标准中测量复杂而在应用中作用不太重要的参数，如：可逆性和满标度磁线性误差。

删除：3.7 可逆性、3.10 满度磁线性误差，等两项的术语。

增加了：3.2 零磁场剩余电压；3.7 内阻温度系数；3.8 霍尔电压平均温度系数；3.12 最大允许控制电压；3.14 热阻；3.15 磁阻灵敏度；3.16 控制电流灵敏度；3.18 霍尔输出电压；3.19 失调电压；3.20 控制电流降额曲线；3.21 控制电压降额曲线；3.22 贮存温度范围，等12项的术语。
基本参数和符号部分：

表1中，删除了：可逆性 Fn的符号标识。

增加了：最大允许控制电压  -  符号Vcm  - 单位 V 

额定控制电压      -  符号Vc   - 单位 V 

2.1 引用标准的更改

原标准：GB/T 2423.3-1993 电工电子产品环境试验 第2部分 试验Cab：恒定湿热试验
更改为：GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
原标准：GB/T 2423.22-1987 电工电子产品环境试验 第2部分 试验 n：温度变化试验
更改为：GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化
原标准：GB/T 2423.29-1982 电工电子产品基本环境试验 第2部分 试验 U：引出端及整体安

装

更改为：GB/T 2423.60-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验U：引出端及

整体安装件强度
原标准：GB/T2828-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

更改为：GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检

验抽样计划

原标准：GB/T 2829-1987 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检查）

更改为：GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检查）

原标准：GB/T 4937-1995 半导体器件 机械和气候试验方法

更改为：GB/T 4937.1-2006 半导体器件 机械和气候试验方法  第1部分：总则

增加引用标准：
GB/T 4937.3-2012 半导体器件 机械和气候试验方法 第3部分：外部目检

GB/T 4937.6  半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分：高温贮存

GB/T 4937.21 半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分：可焊性

GB/T 7665-2005 传感器通用术语  
            IEC 60747-14-2-2000 半导体器件 第14-2 半导体传感器-霍尔元件。

2.2 定义内容的增加

3.2 零磁场剩余电压 zero magnetic field residual voltage

在恒温和无磁场条件下，分别测量通过正反方向额定控制电流时，输出端之间的电压输出值。

3.7 内阻温度系数internal resistance temperature coefficient
将元件输出端开路，测量不同温度下的输入端电阻值。将其差值除以温差和平均输入电阻的乘积，取其百分数，即为内阻温度系数。
3.8 霍尔电压平均温度系数 hall voltage average temperature coefficient
将元件置于恒定磁场中，通以额定控制电流，测量不同温度下开路的霍尔电压值。将其差值除以温差，再除以平均开路霍尔电压值，取其百分数，即为霍尔电压平均温度系数。
3.12 最大允许控制电压 control voltage，allowed maumun steady state
工作时所允许加载的最大控制电压值，超过此值，能使元件性能发生超过规定的变化。

3.14 热阻 thermal resistance
热阻指的是当有热量在物体上传输时，在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。单位为开尔文每瓦特（K/W）或摄氏度每瓦特（℃/W）。
3.15 磁阻灵敏度 magnetoresistive sensitivity 
在某一规定的磁感应强度下，磁敏电阻器的电阻值随磁感应强度的相对变化率。

3.16 控制电流灵敏度 control current sensitivity
在磁感应强度一定时，通以额定控制电流，测量元件的开路电压值，取其与额定控制电流之比值。

3.18 霍尔输出电压 hall output voltage
将指定的电流或电压加载到霍尔元件的输入端子，在一定的磁场情况下，霍尔元件的两个输出

端测量出的电压即为霍尔输出电压。
3.19 失调电压 offset voltage
将指定的电流或电压加载到元件的输入端子，在没有磁场的情况下，测量出的霍尔输出电压即

为失调电压。

3.20 控制电流降额曲线 control current drop curve
每一工作温度下的最大允许控制电流在坐标轴上以图形的形式给出的描述。
3.21 控制电压降额曲线 control voltage drop curve
每一工作温度下的最大允许控制电压在坐标轴上以图形的形式给出的描述。

3.22 贮存温度范围 storage temperature range 
不会造成元件损坏及永久性特性变化的贮存温度范围。

2.3 基本参数和符号部分：

表1中，删除了：可逆性 Fn的符号标识。

增加了：最大允许控制电压  -  符号 Vcm  -  单位  V 

额定控制电压      -  符号 Vc   -  单位  V 

2.4 试验方法修改

6.2 外观 

增加了详细的试验方法。

6.4.6 输入电阻
输入电阻的测试方法，应符合 IEC 60747-14-2规定中的 3.4 输入电阻（Rin）的规定。
 6.4.7 输出电阻
输出电阻的测试方法，应符合 IEC 60747-14-2规定中的 3.5 输出电阻（Rout）的规定。

2.5 检验规则的修改

    原：7.1 交收检验， 改为：7.1 检验分类；

    原：7.2 例行检验， 改为：7.2 出厂检验；

    增加：7.3 型式检验，

包括：7.3.1 检验原则；7.3.2 型式检验项目；7.3.3 抽样、判定规定；7.3.4 对不合格判定的处理； 7.3.5 对型式检验后的样品的处理
三、主要试验（或验证）情况分析

霍尔元件主要用于磁场的测量，也可以扩展应用于电量、压力、位置、位移等参数的检测，在航空、航天技术、工业生产、汽车电子以及日常生活中都有广泛的应用。

本标准在编制过程中，结合部分生产厂家及应用厂家的意见，对霍尔元件做了以下试验，输入

输出电阻测试：

	样品编号
	输入电阻 Ω
	输出电阻 Ω

	1#
	780.7
	780.7 

	2#
	778.9
	779.4 

	3#
	777.9
	778.3


霍尔输出电压测试：

测试条件：工作电流：1mA，测试温度：25℃

	输入磁场
	1#输出 mV
	2#输出 mV
	3#输出 mV

	
	正向
	反向
	正向
	反向
	正向
	反向

	0mT
	0.08
	0.07
	0.11
	0.13
	-0.27
	-0.26

	100mT
	17.71
	17.71
	17.72
	17.72
	17.35
	17.36

	200mT
	35.50
	35.47
	35.20
	35.20
	35.00
	35.03

	300mT
	53.03
	53.11
	52.77
	52.78
	52.68
	52.66

	400mT
	71.08
	71.08
	70.38
	70.37
	70.38
	70.38

	500mT
	87.40
	87.40
	88.07
	88.07
	88.22
	88.22


根据霍尔元件测试情况，说明标准中规定的测试方法是合理的。
四、标准中涉及专利情况

本标准项目不涉及专利问题。

5、 预期达到的社会效益等情况

本标准是对JB/T 9473-1999《霍尔元件通用技术条件》标准的技术修订。

霍尔元件是应用霍尔效应的半导体器件，是半导体磁传感器中最成熟、产量最大的产品，现已发展成一个品种多样的磁传感器产品族，并已得到广泛的应用。

本标准发布于1999年， 2000年国际电工委员会发布了IEC 60747-14-2：2000《半导体器件 第14-2 半导体传感器-霍尔元件》，本着积极采用国际标准和国外先进标准的原则，从我国的实际情况出发，对产品标准进行修改，增减一些产品的定义和要求，采纳了国际标准的试验方法。标准修改后，可以加快和国际接轨的步伐，提高产品的竞争能力。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准参考了国际标准IEC 60747-14-2-2000《半导体器件 第14-2 半导体传感器-霍尔元件》。

本标准修订过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框图如附图。
本标准属于仪器仪表元器件标准体系“敏感元件”大类，“磁敏元件”小类。
本标准符合现行相关法律、法规、规章。与其他标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性行业标准。　

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布后，将代替JB/T 9473-1999《霍尔元件通用技术条件》。

十二、其他应予说明的事项

无。
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